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Silizium-Planar-Schaltdiode 1N4151 bis 1N4154

Kleine Abmessungen

Extreme Stabilitat und Zuverlassigkeit
Elektrisch Aquivalent:

1N4151 [ 1N3604

1N4152 [ 1N3605

1N4153 | 1N3606

1N4154 | 1N4009

Mechanische Daten®

Das glaspassivierte Silizium-Kristall ist in einem Glasgehause hermatisch abgeschlossen. Hochtem-
peratur-Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschliissen garantieren einen guten Kontakt,
selbst bei extremsten Umweltbedingungen,
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Absolute Grenzwerte TH4151 TN4152 1M4154
TM4153
Spitzensperrspannung 5 40
Sperrspannung S0V v By
Dauververlustieistung bel (oder unter) 25°C i 500 mw .
Umgebungstemperatur (Bem. 1)
Lagerungstemperatur + —B65"C bis +200"C—
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fir 10 s - 300 °C —
Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf 200 *C mit 2,85 mW[*C,
* JEDEC registriert.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)
Parameter Prifbedingungen 1N4151 1M4152 1N4153 1N4154 Einh
min max min max min max min max

Umpery Durchbruchspannung g = 5 pA T 40 75 a5 W

I Reststrom Ur = wie Unmiwke) 0,05 0,05 0,05 0.4 A
UR - W'iﬂ Uﬂniwkm B0 BO 50 100 I.I'.J’\
To =150 °C

Ug FluBspannung lp = 0,1 mA 043 055 049 055 L)
g = 0,25 mA 053 059 053 059 v
Irp=1mA 059 067 059 067 W
Ip = 2 mh 062 070 082 070 v
Ip = 10 mA 070 081 070 03 W
Ip = 20 mA 074 088 074 083 v
lp = 30 mA 1 W
Iy = 50 mA 1 v

Cr Kapazitat Ug =0, f=1MHz 2 2 b 4 pF

Schaltkennwerte® bel Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen 1N4151 1N4152 1N4153 1N4154 Einh.

i min max min max min max min max

ter Sperrverzigerungszeit lg = 10 mA, Ipy = 10 mA, 4 4 4 4 ns
irre=1mA, RL=1002
fs. Bild 1)  (Bed. 1)
lp = 10mA, U =6V, 2 2 2 2 ns

irr=1mA, Rp=100Q
(s.Bild1)  (Bed.2)

* JEDEC registriert,
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Parameter-MeBbedingungen®*

0,2puF

Prafling

Eingang (O O) Ausgang
10 kN

Einzustellen auf

01 uF a0
o F Ig = 10 mA 2
Testschaltung
—
’ Bedingung | Bedingung 2
- e ']
o
Vein = ———— i
Bedingung 1: Einstellung von 1 I
Uetn auf Ins = 10 mA RM - , |
Badingung 2: Einstellung von ! {
Ugin auf = Ug 6V I |
| ]
Eingangsspannungsimpulsform |
t rr-ll-l }
trr ——ed
Ausgangsstromkurve

Bild 1 — Sperrverzdgerungszeit

Bemerkungen:

a) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgender Charakteristik geliefert:
Lyos = 50 Q, tr= 0.5 ns, {p = 100 ns.

b) Die Auspangsimpulsform wird an einem Oszillographen mit folgenden Daten sichibar gemacht:
trﬂ G.E ns, Zﬂn = 50 Q.

* JEDEC registriert.
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